BAB X ANALISIS SINYAL KECIL FET

FET dapat dibuat rangkaian penguat sinyal kecil untuk penguatan tegangan pada impedansi input
sangat tinggi. BJT mengontrol arus collector yang besar dari input arus basis yang lebih kecil
sedangkan FET mengontrol output arus drain dari input tegangan gate source yang lebih kecil.

Rangkaian ekivalen ac FET lebih simpel dibandingkan BJT yaitu dengan BJT adalah f sedangkan

FET adalah g, (transkonduktansi).

9.1 Model Sinyal Kecil FET

Tegangan gate ke source mengontrol arus drain source.
g,, =Arus drain source / Tegangan gate source
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9.2 Grafik g, terhadap Vg

Rangkaian Ekivalen ac FET
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9.3 Ekivalen ac FET

dimana :
AV,

r, = M—DS - output resistansi FET

D Vs =kons tan

1
r, = —— > output konduktansi pada datasheet
y()S

n =DVs - nilai pada datasheet (forward transfer admitansi)
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9.2 Dasar Rangkaian JFET
9.2.1 Penguat JFET dengan DC Bias Tetap

= _gmrd

9.4 DC bias tetap
Z. =R,
Z,=r, /IR,
Vo _ngs(rd//R )
Av:7: gV 2 :_gm(rd//RD)
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9.2.2 Penguat JFET dengan Bias Sendiri
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9.5 Bias sendiri



Z,=r,lIR,
Vv, —ngS(r // R )
Av_ V = ng L :_gm(rd //RD)

9.6 Pembagi tegangan

Z. =R /IR,
Z,=r,/R,
Vv, —ngS(r /I R )
Av = V = gV 2 2 :_gm(rd //RD)
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9.2.4 Penguat JFET dengan Resistansi Source (abaikan rq)

9.7 Resistansi source
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9.8 Resistansi source dengan rq
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9.2.5 Penguat JFET Common Drain (Source Follower)
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9.9 Common drain (source follower)
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9.2.6 Penguat JFET Common Gate (abaikan rq)
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9.10 Common gate
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Asumsi rqada

RD Wi

9.11 Common gate dengan rq
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9.3 Penguat e MOSFET

a
I3
o

<

j
i
"

9.12 e MOSFET
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Impedansi Output
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Latihan Soal :
1. Tentukan 4,

Yos=40uS
ldss=8ma,
Vigs{offi=-4V

Jawaban :

Vi

10M 2 : 2.2k

g =g [I_VGSJZ 21 s (I_VGSJ
! " Ve |VP| Ve

Vs dicari dengan analisis DC :

TED

I,=0
Viy =IM.I, =0
+ Vg + 7501 = 0= Vo = 0,75k,

2 2
v, 0,75kI
I, =1, |1-2% | =8m4|1-—""L
D DSS( V J ( 4 j

P
0,03521,> = 0,51, +1=0
Rumus ABC:

;05 V0.5* ~4.1.0,0352 _ 0,540,331
bl 2.0,0352 0,0704
I, =11,804mAd =V, =—0,75kI ) = 8,853V

I, =2,4mA =V =—0,75kI, = —18V

Vs = -8,853V tidak mungkin karena Vgs(ofr) = -4V

Analisis ac:



21 4 :
&n =77 (1— GSJ— 2.8md (1_%] =2,2mS

) |VP| VP - |— 4|
-g.V 12,2k
4, = Z _ 8w 1(/rd ): —g, (r, 112,2k) = -2,2(25k // 2,2k) = —4,45
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2. Tentukan penguatan tegangan, impedansi input, dan impedansi output !

Yos=25us
ldss=18mA
V=4

0.05u

Vi—| 0.05u

Jawaban :
Analisis DC :
@ 1. =0
Viy =IMI; =0
o Vs +2,2kl; =0
I5=0——> & Ve =—2,2kl,
: v\ 2.2k1, Y
I, =1 1——% | =16m4| 1-="""L
1M ;E-E* b DSS( Ve, J " ( 4 j
0,30251[)2 -116257, +1=0
S
Rumus ABC :
3 1,1625 + \/1,16252 —-4.1.0,3025 _ L1625+0,376
L2 2.0,3025 0,605

1, =2543mA =V, =-2,2kl , =-5,5946V
1, =13mA=V, =-22kl, =-2,6V

Vs = -5,594V tidak mungkin karena Vgs(ofr) = -4V
Analisis ac:
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(1 - 2’56] =2,28mS

2,28(40k //2,2k)

CTW, T, g,V 112,2k)  1+2,28(40k 1/ 2,2k)

3. Tentukan V,

WES|off=-3v
Yfs=2mS 2k
Yos=20us

10M

Jawaban :
Analisis DC :

Rumus ABC :

=0,826

I.=0

Viewy =10M.I. =0

VGS:VDS

+12 -2kl +V ;=0

V..+12

Voe=—12+42kl, =1, =95 =
GS D D o

I, = k(VGS _VT)2

Vs +12
2k

Vi +4,33V,—11=0

=03V +3)



43314337 +4.11.1 -433+7,92

vV =

o512 2.1 2
Voo =1,795V
Vg, =—6,125V

Vs =-1,79V tidak mungkin karena e-MOSFET kanal P harus nilainya negatif.
g, =2k(Vye —V,)=2.0,3(-6,125+3)=—-1875

r, :L=50k
yOS
4 v, (1-g,R,)r, /IR, _36

V. R;+r, /R,



